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【研究背景・目的】 

 BaV10O15はTc ∼ 130Kで三量体形成を伴う構造

相転移を起こし，電気抵抗率が103倍程度増えるこ

とが知られている［1］。一方，SrV10O15はBaV10O15と

同じ結晶構造を持つが，構造相転移を起こさず、

電気抵抗率は絶縁体的にふるまうことが知られて

いる［2］。混晶系Ba1−𝑥SrxV10𝑂15は，xが増加する

と転移温度が低くなり，x = 0.07で相転移がなくな

ることが知られている。 

蘆澤らによってAV10O15(A = Ba, Sr)の強電場下

での非線形伝導が報告されている［3］。それによ

ると，AV10O15(A = Ba, Sr)における非線形伝導の大

きさと，電流密度や電場の間には普遍的な関係が

成り立つとされている。これらの系についての非

線形伝導についてさらに理解するために，二つの

物質について非線形伝導の測定を行った。(1)転移

温度Tc~103Kで電気抵抗率が 10 倍程度変化する

BaV10O15 (2)構造相転移を起こさない混晶系
Ba0.9Sr0.1V10O15 

【研究方法】 

Floationg Zone 法で単結晶試料を作製し，背面

ラウエ法で軸方向を決定した。非線形伝導の測定

は四端子法で行い，ジュール熱の効果を排除する

ためにパルス電場を用いた。また，非線形伝導の

温度依存性を調べるため，冷凍器を用いて

300K~20Kで測定を行った。試料の電気抵抗率の温

度依存性のため，電場を印加し続けるとジュール

熱のために，抵抗率が下がる。そのような見かけ

の非線形効果を排除するため，パルス幅10μs、パ

ルス間隔 2sに設定し，ジュール熱の効果を無視で

きる適切な条件で実験を行った。 

【実験結果と考察】 

 BaV10O15(b 軸)における非線形伝導測定の結果

を図１に示す。BaV10O15(a 軸)，BaV10O15(c 軸)，

Ba0.9Sr0.1V10O15(c 軸) についても非線形伝導が観

測された。各物質の各温度について，抵抗率が弱

電場のときの値の0.9倍となる時の電流密度jcとし

て，抵抗率の絶対値ρ1を両対数グラフで書いたも

のを図 2 に示す。傾き−0.9の直線上にほぼすべて

のデータが乗っていることがわかる。これらは蘆

澤らの結果と矛盾しない結果である。 
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図１ BaV10O15(b 軸)における非線形伝導 

 

 

 
図 2 非線形伝導の解析結果 
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